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諸言 リセスゲート AlGaN/GaN-HEMT は、低いオン抵抗(RON)と高い相互コンダクタンス(gm)

を両立させるために有望な構造である[1]。しかしながら、ウエットエッチングが難しい GaN にお

いては、リセスゲート構造の実現にドライエッチングが必要となる。そのため、デバイスの特性

劣化を抑制する低ダメージの GaN ドライエッチング技術の開発が課題である。 

本研究では、エッチング面に形成したショットキーバリアダイオードの特性からエッチングダ

メージを評価し、低ダメージエッチングの開発を行った[2]。 

実験 Siドーピング濃度 2×10
17

 cm
-3の n-GaNを ICP エッチング装置で 100 nmエッチングし、

ダメージ評価を行った。エッチング条件は、BCl3または Cl2/BCl3の雰囲気下でバイアスパワーを

1.5‐20 Wとした。また、エッチング面を原子間力顕微鏡で観察し、さらにエッチング面に Ni/Au

からなる直径 400 mの円形ショットキー電極を形成して容量-電圧 (C-V) 測定を行った。 

結果 n-GaN エッチング表面ラフネスおよびショットキーバリア高さ(B)のバイアスパワー依

存性を図 1に示す。なお、Bは C-V 特性から算出し、エッチング未実施試料のBを 1として規格

化した。結果として、BCl3条件では 3 W以下の低いバイアスパワーで表面ラフネスが増大し、そ

れに伴ってBが低下することがわかった。それに対して Cl2/BCl3条件では極めて低いバイアスパ

ワー(2 W)においても平滑なエッチング面を実現し、B低下を抑制することを可能とした。さらに、

Cl2/BCl3の低パワー条件を AlGaN/GaN-HEMT のリセスゲート形成に適用した結果(図 2)、従来構

造よりもドレイン電流および gmが増加し、低ダメージエッチングの効果が実証された。 
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図 1 GaN エッチング表面ラフネスおよび

Bのバイアスパワー依存性 

図 2 作製した AlGaN/GaN-HEMT の DC特性 
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Lg = 0.65 m

Vd = 10 V
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